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(57) Abstract: The invention relates to an integrated capacitor having a first electrode structure, a second electrode structure and a
dielectric layer structure situated therebetween. The dielectric layer structure has a layer combination with a Si0,-layer, a SizNy-layer
and a SiyNy-layer. The SiyNy-layer comprises a non-stoichiometric silicon nitride material with an increased silicon content.

(57) Zusammenfassung: Integrierter Kondensator mit einer ersten Elektrodenstruktur, einer zweiten Elektrodenstruktur und einer
dazwischenliegenden Dielektrikumschichtstruktur. Die Dielektrikumschichtstruktur weist eine Schichtkombination mit einer Si0,-
Schicht, einer Si3N4-Schicht und einer SixNy-Schicht auf. Die SixNy-Schicht weist ein nicht-stéchiometrisches Siliciumnitrid-Material
mit erhéhtem Siliciumanteil auf.
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GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fir bestimmte Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. I:' Anspriche Nr.
weil sie sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche diese Behérde nicht verpflichtet ist, namlich

2. I:' Anspriche Nr.
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3. |:| Anspriche Nr.
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Diese Internationale Recherchenbehérde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:

siehe Zusatzblatt
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internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2 I:' Da fur alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der
’ zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt héatte, hat die Behérde nicht zur Zahlung solcher Gebuihren aufgefordert.

3. I:' Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
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Anspriche Nr.
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Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

m Die Zahlung der zuséatzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.
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Die internationale Recherchenbehdorde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt,

namlich:
1. Anspriiche: 1-3, 18

Kondensator mit dreilagigem Dielektrikum (Si02 / Si3N4 /
SixNy), wobei SixNy ein Si-reiches nicht-stochiometrisches
Siliziumnitrid ist, charakterisiert durch eine
Grabenstruktur in einem Halbleitersubstrat.

2. Anspriiche: 4-17, 19-23

Kondensator mit dreilagigem Dielektrikum (Si02 / Si3N4 /
SixNy), wobei SixNy ein Si-reiches nicht-stochiometrisches
Siliziumnitrid ist, charakterisiert durch Parameter
(relative und absolute Dicke, Zusammensetzung) der Schichten
der Dielektrikumschichtstruktur.
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